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Abstract (en)
[origin: WO8908332A1] High-temperature superconducting materials can be applied to workpieces by thermal spraying, on substrates of any
desired shape, of a starting material consisting of a ceramic powder possessing superconducting properties, so as to obtain protective coating.
Until now, the coated workpieces then had to be centred in an oxygen atmosphere in order to regenerate the superconducting properties. According
to the invention, the thermal spraying is carried out in an oxygen atmosphere with an adjustable oxygen partial pressure. In addition, in a first
embodiement, the nozzle (13, 23) of the spraying device (10, 20) required for spraying can be extended by an accessory in the form of a protective
gas tube (30) which completely surrounds the space between the opening of the spray nozzle (13, 23) of the spraying device (10, 20) and the
substrate (1) and which can be supplied with oxygen (O2). In a second embodiement a large chamber (60) may be provided, into which the spraying
device (10, 20), the substrate (1) and other expedients for carrying out the coating process in an oxygen atmosphere can be introduced.

Abstract (fr)
Le dép6t d'un matériau supraconducteur a haute température sur des piéces peut s'effectuer par pulvérisation thermique, sur des substrats de
forme quelconque, d'une poudre céramique faisant office de substance de base et ayant des propriétés supracondutrices, de maniére a obtenir
une couche de protection fermée. Jusqu'a présent, les pieces recouvertes d'une couche de protection devaient ensuite étre frittées sous une
atmospheére d'oxygéne pour régénérer les propriétés supraconductrices. Avec le procédé objet de l'invention, la pulvérisation thermique sous
atmospheére d'oxygéne s'effectue avec une pression partielle d'oxygéne réglable. En outre, dans un premier mode d'exécution, la buse (13, 23),
nécessaire a I'application, qui équipe le pulvérisateur (10, 20) peut étre prolongée par une conduite de gaz protecteur (30) qui entoure totalement
I'espace situé entre l'orifice de la buse (13, 23) du pulvérisateur (10, 20) et le substrat (1) et qui peut étre alimentée avec de I'oxygéne (O2). Dans
un deuxiéme mode d'exécution, on peut avoir une grande chambre (60) dans laquelle on peut disposer le pulvérisateur (10, 20), le substrat (1) et
d'autres adjuvants pour I'enduction sous atmosphére d'oxygéne.
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